
 РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломна робота виконана на 130 сторінках, вони містять 4 розділи, 40 

ілюстрацій, 28 таблиць та 40 джерел в переліку посилань. 

Предмет дослідження - технологія зтворення таких тонкоплівкових 

сенсорів, як надпровідникові туннельні переходи та оптичні хвилеводні 

сенсори з металлічним підслоєм, методи експресс контролю створюємих 

структур і виявлення зв’язків між властивостями тонких плівок та 

тонкоплівкових структур з технологічними режимами їх отримання. 

Метою роботи є аналіз методів контролю тонкоплівкових сенсорних 

пристроїв на основі Nb/Al технології. 

У першому розділі проведено аналіз розвитку технології 

тонкоплівкових надпровідникових тунельних переходів на сьогоднішній 

день. 

У розділі 2 розглянуто застосування рідинного анодного окисления  в 

технологічних процесах, також досліджено процес формування площі 

тунельних переходів з використанням двух процесів анодування. 

У розділі 3  досліджені технології отримання над провідникових 

тунельних переходів Nb/Al-AlOx/Nb за допомогою методів електронно-

променевого випаровування та магнетронного розпилення. 

В розділі 4 представлена розробка стартап - проекта. 

Робота виконана згідно вимог нормативних документів НТУУ «КПІ» та 

чинних державних стандартів. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

          Thesis performed at 130 pages, it contains 4 chapters, 40 figures, 28 tables 

and 40 sources in the list of references. 

Subject of research - the technology of creation thin-film sensors as tunnel 

superconducting transitions and optical waveguide sensors with metallic 

sublaer,research methods of express control produced structures and identify 

connections between the properties of thin films and thin film structures with 

technological modes of their receipt. 

The aim is to analyze the methods of control thin film sensor devices based on Nb / 

Al technology. 

The first section analyzes the technology of thin-film superconducting tunnel 

junctions for nowadays. 

Section 2 deals with the use of liquid anodic oxidation in industrial processes, also 

studied the formation area of tunnel junctions using two anodizing processes. 

In Section 3 investigated technologies of semiconductor tunnel junctions Nb / Al-

AlOx / Nb methods using electron-beam evaporation and magnetron sputtering. 

Section 4 Submitted startup - project. 

Work carried out in accordance with regulations NTU "KPI" and the current state 

standards. 
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